Application Note

RT

Fries Research & Technology

Fapheil Konter Topograghia

Messung von Ebenheit, Krimmung und Rauheit

Die Messaufgabe:

Bei der Untersuchung flacher, ausge-
dehnter Strukturen ist eine Reihe von
Fragen zu klaren. Ein wichtiger Parameter
ist die Rauheit der Oberflache die an den
zu untersuchenden Proben im nm oder
sogar sub-nm Bereich liegt.

Die zweite wichtige Eigenschaft der Ober-
flache ist ihre Form. Die zu untersuchende
Oberflache soll nicht gekrimmt sein.
Kleinste Abweichungen von der ideal
ebenen Form sind zu detektieren.

Bild 1: Durchbiegungs- bzw. Ebenheitsmessung an einem
Wafer. Die Uber den gesamten Waferdurchmesser von
300 mm gemessene Topographie zeigt eine Krimmung
von einigen 10 pm.

Die Herausforderung:

Die meisten am Markt verfigbaren Syste-
me zur Oberflachenmesstechnik sind nicht
in der Lage, sowohl die Rauheit als auch
die Ebenheit zu messen. So kénnen z.B.
Systeme fur die Messung von Ebenheit
oder Durchbiegung die Oberflache nur mit
niedriger lateraler Auflosung aufnehmen.
HochaufgelGste Profile quer Gber die ge-
samte ausgedehnte Oberflache fir die De-
tektion und Vermessung von Welligkeiten
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mit kleiner Periodenlange koénnen mit
diesen Systemen aber nicht aufgenom-
men und auch die Oberflachenrauheit
kann damit nicht bestimmt werden.

Die LOsung:

FRT lost diese Messaufgabe mit einem
optischen Abstandssensor mit extrem
hoher z-Auflésung und einem hochpra-
zisen X,y Tisch. Dieses System kann die
komplette, ausgedehnte Oberflache auf-
nehmen, um Ebenheit und Welligkeit zu
bestimmen. Zudem koénnen aber auch
lokal hochaufgeltste Topographiemessun-
gen oder Profile mit hoher Aufldsung quer
Uber die gesamte Oberflache aufgenom-
men werden.

Falls die hohe Ortsauflésung des
optischen Sensors nicht ausreicht wird bei
FRT ein Rasterkraftmikroskop (AFM,
Atomic force microscope) integriert. Das
AFM ermdglicht Topographiemessungen
mit sub-nm Aufldsung.
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Bild 2: Eine hochaufgeltste Messung der Waferoberflache

Der optische Sensor ermoglicht schnelle
und genaue Topographiemessungen. Es
kénnen maximale Oberflachenbereiche
von 200 um x 200 pm bis zu 600 mm x
600 mm aufgenommen werden. Mit unter-
schiedlichen Messkopfen kénnen Hohen-




messbereiche von 300 um bis 3 mm er-
fasst werden, ohne dass Sensor oder

- Messobjekt in der Hohe bewegt werden

mussen. Die maximale Hohenauflésung
liegt bei 3 nm. Lateral wird eine Auflésung
von 1-2 ym erreicht. Fur die komfortable
Positionierung und Auswahl des Mess-
feldes ist das System mit einer Kamera
ausgestattet.
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Bild 3: Topographie eines 300 mm Wafers mit Schnittlinien

Die folgenden Systeme kénnen mit der Kombi-
nation aus optischem Sensor und Rasterkraft-
mikroskop ausgestattet werden:

Alle Ausflihrungen des MicroProf®.
Alle Ausfuhrungen des MicroGlider®.

Durch Subtraktion einer Referenzflache wird
mit dem MicroGlider® eine Wiederholgenauig-
keit von unter 100 nm Uber den gesamten
Messbereich von 350 mm x 350 mm erreicht.
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Bild 4: Die Profile 1angs der Schnittlinien in Bild 3 zeigen
die Durchbiegung und Krimmung

Das Messfeld fur das Rasterkraft-
mikroskop wird im Kamerabild oder einer
zuvor mit dem optischen Sensor gemes-
senen Topographie ausgewahlt. So kann
der zu untersuchende Bereich schnell und
genau bestimmt werden.

il
;
bY
P e £
3 Iy
| -
1 o
A S e
i L5 LT
£ h
S i
i i i ot
%
\ P
A e S O, e L
Pl e
e oo S I
YL L z
o = [l 1] T

= i
Lo |




